
 

Fig. 1 Polarized CL spectra at 300 K 
of the m-plane FS-AlN substrate as a 
function of polarizer angle with 
respect to the c-axis. 
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【序】高AlNモル分率AlGaN量子井戸を活性層とする深紫外線(DUV) 発光素子の効率向上には、

注入効率、内部量子効率、光取り出し効率すべての向上が必要であり、自由キャリアを消費する

すべての再結合中心濃度を低減する必要がある。幸い、極めて転位密度の低い(< 103 𝑐𝑚−2)自立

AlN基板[1-3]が手に入るので、AlGaN DUV-LEDの最高 EQEが 20% (=275 nm)[4]で上がり止まっ

ている原因や、明らかになっていない物性の研究が行える。本発表では、分極電界起因の量子閉

じ込めシュタクル効果の影響を受けにくく、発光の電界成分が c 軸に平行(𝐸 ∥ c)となる場合でも

表面から光を取り出しやすい、気相輸送(PVT)成長 m 面自立 AlN 基板[5]およびその基板上に

MOVPE成長させたホモエピ薄膜[6]の面内偏光特性および発光ダイナミクスについて報告する。 

【試料、結果と考察】N 極性 c 面方向に PVT成長させた AlNブールから切り出した m 面自立基

板(FS-AlN)[5]と、その上に 1450 ℃で MOVPE 成長させた約

1mの AlNホモエピタキシャル薄膜[6]の、偏光カソードルミ

ネッセンス(CL)測定と、フェムト秒 Al2O3:Ti レーザにより金

を光励起して電子を取り出しパルス電子線として用いる時間

分解 CL測定[7]を行った。Fig. 1に、PVT基板の室温における

偏光 CLスペクトルの偏光子角度依存性を示す。伝導帯とΓ7価

電子帯の遷移は𝐸 ∥ c偏光で許容されており、選択則と一致し

た。低温スペクトルや発光ダイナミクスは当日発表する。 
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